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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成20年11月13日(2008.11.13)

【公表番号】特表2008-518429(P2008-518429A)
【公表日】平成20年5月29日(2008.5.29)
【年通号数】公開・登録公報2008-021
【出願番号】特願2007-533643(P2007-533643)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
   Ｈ０５Ｈ   1/46     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/302   １０１Ｂ
   Ｈ０５Ｈ   1/46    　　　Ｍ

【手続補正書】
【提出日】平成20年9月22日(2008.9.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラズマ加工システムあって、
　電極と、
　ＲＦ電力サブシステムと前記電極との間にＲＦ伝導通路を提供するように設計されたＲ
Ｆ伝導通路構造部と、
　導電材料で形成されたスイッチ構造体であって、該スイッチ構造体と前記ＲＦ伝導通路
構造部は互いに２つの相対位置を有しており、その第１相対位置は前記電極にアースを提
供するように前記ＲＦ伝導通路構造部と電気的にカップリングしている前記スイッチ構造
体で特徴付けられており、その第２相対位置は前記ＲＦ伝導通路から電気的に脱カップリ
ングしている前記スイッチ構造体で特徴付けられているスイッチ構造体と、
　前記スイッチ構造体と前記ＲＦ伝導通路構造部との間に配置されるように設計された絶
縁構造部と、
　前記絶縁構造部を移動させるように設計されたアクチュエータと、
　前記電極から熱を奪い、前記アクチュエータを物理的に支持するように設計されたヒー
トシンクと、
を含んでいることを特徴とするプラズマ加工システム。
【請求項２】
　ヒートシンクと電極との間でアースを提供する接地構造部をさらに含んでいることを特
徴とする請求項１記載のプラズマ加工システム。
【請求項３】
　スイッチ構造体は第１相対位置でＲＦ伝導通路構造部と物理的に接触するように設計さ
れた複数のバイアス指部を含んでいることを特徴とする請求項１記載のプラズマ加工シス
テム。
【請求項４】
　スイッチ構造体はＢｅＣｕ製であることを特徴とする請求項１記載のプラズマ加工シス
テム。
【請求項５】
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　アースを提供する接地構造部とカップリングした第２絶縁構造部をさらに含んでおり、
該第２絶縁構造部は前記接地構造部と電極との間に配置されていることを特徴とする請求
項１記載のプラズマ加工システム。
【請求項６】
　絶縁構造部はセラミック製であることを特徴とする請求項１記載のプラズマ加工システ
ム。
【請求項７】
　絶縁構造部はポリイミド熱可塑性材料製であることを特徴とする請求項１記載のプラズ
マ加工システム。
【請求項８】
　スイッチ構造体、絶縁構造部およびＲＦ伝導通路構造部は環状であることを特徴とする
請求項１記載のプラズマ加工システム。
【請求項９】
　絶縁構造部はプラスチック製であることを特徴とする請求項１記載のプラズマ加工シス
テム。
【請求項１０】
　アクチュエータは空気圧アクチュエータであることを特徴とする請求項１記載のプラズ
マ加工システム。
【請求項１１】
　アクチュエータは、プラズマ加工のために基板がプラズマ加工システム内に配置される
と該基板と垂直な線と平行に絶縁構造部を移動させるように設計されていることを特徴と
する請求項１記載のプラズマ加工システム。
【請求項１２】
　ＲＦ電源の出力部とアースとの間でカップリングされたフィルター構造部をさらに含ん
でおり、該フィルター構造部はＲＦ伝導通路に提供された複数のＲＦ信号の信号を選択的
に排除するように設計されていることを特徴とする請求項１記載のプラズマ加工システム
。
【請求項１３】
　電極とは上方電極であることを特徴とする請求項１記載のプラズマ加工システム。
【請求項１４】
　スイッチ構造体がＲＦ伝導通路構造部に対して第２相対位置に存在するなら、電極はプ
ラズマ加工時に複数の周波数を有した複数のＲＦ信号でエネルギー付与されるように設計
されていることを特徴とする請求項１記載のプラズマ加工システム。
【請求項１５】
　容量結合プラズマ加工システムであることを特徴とする請求項１記載のプラズマ加工シ
ステム。
【請求項１６】
　複数の周波数は２ＭＨｚ周辺、２７ＭＨｚ周辺および６０ＭＨｚ周辺を含むことを特徴
とする請求項１記載のプラズマ加工システム。
【請求項１７】
　スイッチ構造体はヒートシンクとＲＦ伝導通路構造部との間に配置されていることを特
徴とする請求項１記載のプラズマ加工システム。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、プラズマ加工システムのＲＦアーススイッチに関するものである。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　上方電極２０２はＲＦ電源２１０（ＲＦ源２１２及びＲＦ整合２１４を含む）にＲＦ伝
導通路構造部２２０により接続されている。ＲＦ伝導通路構造部２２０は例えばアルミ製
である。環状スイッチ構造体２４０は接地部２０４（伝導部２４２を介して）と上方電極
２０２（ＲＦ伝導通路構造部２２０の使用を介して）の間に選択的接地を提供すべく提供
される。そのデフォルト位置で環状スイッチ構造体２４０の指部は、通電状態を提供する
ように指部がＲＦ伝導電通路構造部２２０に対して押圧するように形状化される。従って
アース通路は上方電極２０２と接地部２０４（ＲＦ伝導通路２２０及び伝導部２４２を介
して）の間に存在する。環状スイッチ構造体２４０は環状であるため、個々の指部は環状
スイッチ構造体の周辺に沿って接地され、非常に効果的なアース通路を提供すべくＲＦ伝
導通路構造部２２０との最大通電状態を提供する。指部の数は可変であり、２、３個から
、数十個、数百個の指部数であり得る。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　１実施例においては絶縁部２５０はウルテム（ＵＬＴＥＭ）のごときプラスチック材料
製である。しかし高レベルＲＦエネルギーに耐えられる高誘電強度を有したどのような材
料でも構わない。好適にはキャパシタンスを最小化するために絶縁部２５０の絶縁材料は
相対的に低い誘電率を有している。例えば、特定種のセラミックまたは他の非導電材料も
利用できる。
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